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Одним из быстрорастущих направлений нанобиомедицины является использование на-
ночастиц (НЧ) кремния в качестве сенсибилизаторов различных терапий, в том числе в
методиках фотогипертермии с использованием НЧ кремния как перспективного нанома-
териала, обладающего биосовместимыми и биодеградируемыми свойствами [1]. При разра-
ботке методик гипертермии возникает задача определения температуры нагрева. В рабо-
те для мониторинга температуры НЧ был выбран метод спектроскопии комбинационного
рассеяния света (КРС).

Нами были исследованы образцы НЧ кремния nc-Si и PSi. Изменение температуры
образцов достигалось изменением интенсивности возбуждающего лазерного излучения.
Спектры КРС образцов nc-Si измерялись на спектрометре ДФС-52 в 90-градусной гео-
метрии рассеяния. Образцы mPSi были исследованы на установке Confotec MR-350. При
измерении спектров КРС акцент концентрировался на области стоксового и антистоксово-
го рассеяния. При увеличении уровня возбуждения наблюдался сдвиг спектров в область
меньших частот, что вызвано повышением температуры образца при фотоиндуцированном
нагреве [2]. Одновременно с повышением мощности возбуждения наблюдается изменение
отношения между интенсивностями стоксовой и антистоксовой компонентами рассеяния.
Установлено, что безотносительно типа наноструктур и способа их получения наблюдает-
ся практически линейная зависимость положения пика КРС от температуры. Отметим,
что абсолютные положения частот пиков КРС для nc-Si и PSi меньше на 0,5-0,7 см-1 ана-
логичных значений для образца c-Si, взятых из литературы, что может быть связано как
с точностью определения частоты КРС, так и с размерным эффектом для фононов в
нанокристаллах кремния [2].

Полученные результаты могут быть использованы для определения оптимальных ре-
жимов фотогипертермии при сенсибилизации кремниевыми нанокристаллами при лече-
нии онкологических заболеваний. Температурное смещение компонент рамановского спек-
тра, наблюдаемое у кремниевых нанокристаллов, позволяет с высокой точностью опреде-
лять величину фотоиндуцированного нагрева, тем самым подбирая индивидуально необ-
ходимую мощность излучения в каждом случае.

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-02-
00861).
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